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TFT-LCD는 현재 유일하게 대량생산체제를 갖춘 평판 디스플레이로 초기에는 주로 노트

북 및 모니터를 중심으로 시장이 형성돼왔으나, 최근에는 대형 크기로 주로 40 인치급 이상

에 적용되는 LCD TV 등으로 적용 폭을 넓혀가고 있다. 무기막 또는 유기막에 이온빔을 이

용한 액정배향의 적용은 궁극적으로 대면적 LCD패널에 적용하기 위해서 도입된 기술이고 

지금도 계속 개발 중에 있다. 이온빔 소스는 고가의 장비로 이온빔 소스의 단면적이 커질수

록 단가는 크게 올라간다. 본 논문에서는 제작이 용이한 크기의 이온빔 소스를 이용하여 대

면적에 적용가능한 ion beam scanning 방법을 제안하고자 한다. 

그림 1은 polyimide을 이용한 ion beam scanning 방법을 조사시간 별로 표시한 도식도이

다. 기존의 방법은 polyimide 전체면적에 동시에 이온빔을 조사하여 배향시키는 방법이다. 

이 방법은 조사시간을 자유롭게 조절할 수 없고 조사면적이 커지면 전면적에 균일하게 이온

빔을 조사할 수 없다. 이러한 문제점을 보완하기 위해서 우리는 scanning mask을 이용한 이

온빔조사방법을 도입했다. 이 방법을 도입하면 이온빔 조사시간을 정확히 제어할 수 있고, 

대면적에도 쉽게 적용할 수 있다. 

Ion beam scanning 방법을 이용하여 제작한 액정셀을 수직 평광판 사이에 두고 보면 그

림 2와 같다. 그림 2(a)는 scanning mask가 일정하게 등속도로 움직이지 않으면 나타나는 현

상이다. 그림 2(b)는 너무 짧은 조사시간으로 배향이 덜된 상태로 나타난다. 그림 2(c)는 

scanning 방법으로 조사시간 1초에서 얻은 사진으로 초기에는 dark 상태가 나타나고 전계를 

인가하면 깨끗한 bright 상태가 나타난다. 

그림 3은 ion beam scanning 방법으로 polyimide에서 수직배향이 되는 범위를 이온빔 에너

지와 조사량에 따른 범위를 표시한 것이다. 기존의 이온빔조사방법으로 수직배향이 되는 범

위는 이온빔 에너지가 50에서 80 eV까지, 이온빔 조사량은 1.5×1013에서 4×1013 ions/cm2⋅s까지 

나타난다. 이온빔 조사조건을 보면 조사시간은 1초, 조사각도는 80°로 잡았다. 그러나 ion 

beam scanning 방법으로 수직배향 범위를 보면 이온빔 에너지가 50에서 180 eV까지, 이온빔 

조사량은 1.5에×1013에서 5×1013 ions/cm2⋅s까지 나타난다. 이온빔 조사조건을 보면 조사시간은 

1초, 조사각도는 80°, mask hole width는 2 mm, mask scanning speed는 0.1에서 1 cm/s까지 잡았다. 

결국 ion beam scanning 방법은 조사시간을 정확하게 제어 가능하게 하므로 이온빔 에너지와 

조사량을 넓은 범위로 이용할 수 있다. 최적의 조건은 이온빔 에너지가 120 eV, 이온빔 조사

량은 4×1013 ions/cm2⋅s, 조사시간은 1초, 조사각도는 80°, mask hole width는 2 mm, mask scanning 

speed는 0.4 cm/s로 잡았다. 이때 액정셀의 배향에너지는 9×10-4 J/m2까지 확보되고, 열적 안정
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성은 10시간을 기준으로 130°C까지 확보할 수 있었다. 
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그림 1. ion beam scanning 방법 

             
그림 2. (a) scanning mask가 등속도로 움직이지         그림 3. 이온빔 에너지와 조사량에 따른 

않으면 나타나는 현상, (b) 너무 짧은 조사시간으로     polyimide 표면에 수직배향이 되는 범위 

배향이 덜된 상태, (c) 적절한 scanning 조건으로         

얻은 액정셀 배향사진 
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